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Patentanspriiche:

1. Verfahren zur Herstellung von SiC-Formkérpern durch GieRen in Gipsformen unter Verwendung
eines Trennmittels, dadurch gekennzeichnet, daf als Trennmittel ein Lésungspolymerisat einer
niedrig-mclekularen Polyacrylsiure in Wasser verwendet wird.

2, Verfahren nach Anspruch1, dadurch gekennzeichnet, daR das Trennmittel auch als wéfrige Losung
des Lésungspolymerisates einer niedrigmolekularen Polyacrylsiure verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daR das Lésungsmittelpolymerisat
einer niedrigmolekularen Polyacrylsiure in Wasser gleichzeitig als Suspensionsstabilisator mit
0,2-0,4 Gew.-% Bestandteil des Gief3schlirkers ist.

Anwendungsgeblet Jur Erfindung

Siliziumkarbid welst eine Reihe besonders wertvoller Eigenschaften auf.

Genannt selen unter anderem eine ausgezeichnete Korrosionsbestindigxeit, hohe chemische und thermische Besténdigkeit
sowie eine hohe Hirte und eine hohe Wirmeleitfahigkeit.

Deshalb wird SiC z.B. sowohl als Konstruktionswerkstoff im Motoren-, Maschinen- und Apparatebau, als auch als
Hochtemperaturwert: off fiir Heizgasturbinen und Wirmetauscher eingesetzt,

Charakteristik des bakaniiten Standss der Technik

Bei den zukiinftigen Fertigungstechnologen fiir nichtsilikatische nichtoxidische Keramiken mit konstruktiven
Anwendungsmerkmalen hat dis GieBformgebung neben der PreRformgebung eine wesentliche Bedeutung. Neben dem
Herstellen einer stabilen gieRf2higen Suspension spielt die Bildung eines homogenen Scherbens mit einer glatten
Scherbenoberfidche und guter Scherbenqualitét eine entscheldene Rolie. Dies erfordert ein schnelles und leichtes Abldsen des
Scherbens von der Formwandung.

Das Abldsen des Scherbens von der Gipsform ist abhéingig von der Wechselwirkung Form—Schlicker.

Unplastische Massen, unter anderem SiC-GieBschlicker, bleiben an der Form haften, da zum Teil feinare Teilchen durch die
Kapillarwirkung der Gipsform in diese eindringen. Die GieBling wird .mechanisch” festgehalten.

Deshalb ist es glinstig fiir das Ablsen des Scherbens, die Form vor dem EingieBen mit einer Trennmittellosung auszuspiilen.
Formlinge aus SiC-GieRschlicker weisen so gut wie keine Trockenschwindung auf. Deshalb ist das Entfcrmen der GieBllinge sehr
schwierig bzw. ohne mechanische Beschidigung unméglich. Die SiC-Teilchan des Formlings verzahnen sich mit der
Gipsformenoberflichs,

In der Literatur, Amer.Ceram. Soc. Bull. 62 (1983) 5 S.607-610, 619; Trans. Brit. Ceram. Soc. 72 {1973) 7 S.291-297;
Amer.Ceram. Soc.Bull.37 (1958) 7 S.334-339; Handbuch der Keramik Gruppe, wird empfohlen, dis Gipsform mit einem diinnen
Alginatfilm zu beschichten und/oder Indirekt durch Ldsung von Alginat im SiC-GieBschlicker und Ausscheidung an der
Gipsformenoberflache. Es wird dabel darauf hingewiesen, daB auf Grund der fehlenden Trockenschwindung des SiC-GieBlings
mehrteilige Fermen erforderlich sind. Die sich beim Beschichten mit Alginat bildende Haut auf der Gipsformenoberfliche mufl
nach dem Entformen bzw. der Trocknung wieder entfernt werden. Durch die Alginathautbildung verringert sich die
Scherbenbildungsgeschwindigkeit.

Bei groRen Wandstarken verléngern sich dadurch die Standzeiten verursacht die Alginathautauch ldngere Trockiungszeiten auf
Grund des verminderten Feuchtigkeitsentzug an der Gipsformenoberflache. Diese negativen Nebenwirkungen beeinflussen
auch die Qualitét der SiC-GieRlinge, indem Trockenrigse oder oberflichliche Abplatzungen die Folge sind.

In Keram.Z.40 (1988 {11, 12) und 41 (1988} (1) wird noch auf die Méglichkeit der Oberflichenbespriihung die Gipsform mit
Schleifstaubsuspension (Holzmehl), insbesondere fiir roliefierte Oberflichen hingewiesen,

Bei den genarnten Trennmitteln ist die riickstandslose Entfernung ein Probiem. Die noch am SiC-Formkérper anhaftenden
Materialien missen entweder vor der SiC-Formkérperoberfliche abgezogen oder ausgebranntwerden. Dadurch ist eine stabile
gleichbleibende Oberiléchenqualitét nicht 2u gewshleisten. Die SiC-GleBlinge weisen eine sehr rauire Oberflache dadurch
auf.

Ziel der Erfindung

Herstsllung eines dichten SiC-Formkarpers durch SchlickergieBen in Gipsform unter Verwandung eines Trennmittals zur
Verbesserung des Abldseverhaltens, der Beherrschung des Trockenregimes und der Qualitétssicherung des GieRlings.

Darlegung des Wesens der Erfin ung

Aufgabe der Eifindung ist es, ein Trennmittel zu finden, welches das Abloseverhalten des Formlings von der Gipsform
verbessert, sine optimale Scherbenbildungsgeschwindigkeit sowie ein optimales Trockenregime bei Sicherung der Qualitat des
GieBlings, insbesondere der Oberflichenqualitat, in Abhingigkeit des verwendeten GieBschlickers, gewdhrleistet,
ErfindungsgemaR wurde die Aufgabe durch Einsatz eines Losungspolymerisates einer niedrigmolekularen Polyacrylsiure in
Wasser gelost. Durch das Ausspiilen der Gipsform mit dem in Wasser geldsten Losungspolymerisates einer niedrigmolekularen
Polyacrylsdure oder einer verdiinnten Lésung daraus wird das Ablseverhalten bei Gewibhrleistung
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einer guten Oberfldchenqualitét verbessert. Durch den glsichzeitigen Einsatz des Lésungspolymerisates als
Suspensionsstabilisator im GieSschlicker wird ein Abschwinden des GisBlings von der Gipsformwandung gewahleistet.
Die Verwendung von mehrtelligen Gipsformen erilbrigt sich somit. Der sich bildende Film verhindert das Eindringen feinster
SiC-Tellchen in das Kapillarsystern der Gipsform. v

Der Film ist durchiéssig genug, um eine optimale Scherbenbildungsgeschwindigkeit bei ausreichendem Feuchtigkeitsentzug
durch die Gipsform zu sichern. '

Damit vsrkirzen sich sowohl die Standzeiten der Schlicker als auch die Trocknungszeiten und damit der gesamte
Trocknunysaufwand auch hinsichtlich energieékonomischer Aspekte.

Bei optimalen Trocknungsbedingungen wird ein SiC-Formiing hoher Qualitét ohne Risse oder andere Trocknungsfeh'er erhalten.

Das Entfernen einer Trennmittelhaut, wie beim Alginat, oder die Entfernung am Formkérper haftender Materialien sind damit
eliminert.

Austiit .ungsbeispiel

Die Erfindung wird an folgendem Beispiel niher erldutert:

A3 L 6sungspolymerisat einer niedrigmolekularen Polyacrylséure wird ein Na-Salz der Polyacrylsiure, von dem eine mindestens
10%ige wiiRrige Losung in bekannter Weise hergestelit wird, eingesetzt. Mit dieser Lésung wird die Gipsform ausgespiilt. Nach
Entfernen der wiBrigen Lésungsmittelpolymerisatldsung wird der SiC-Schlicker in die Form gegossen. Daran schlieBt sich die
Trocknung nach folgendem Regime an:

28h bel Raumtemperatur, anschlieBend 24 h bei 50°C und abschlieBend bei 110°C bis zur Massekonstanz. Beim Entfernen 16st
sich der SiC-Formkérper leicht und selbsténdig von der Gipsformwandung und kann in bekannter Welse weiter gotrocknet und
gesintert werden. Die Gipsform wird fiir den nichsten Arbeitsgang wiederum mit der wiRrigen Losung des Na-Salzes der
Polyacrylséure ausgespiilt und das Abformen von SiC-Formlingen kann wiederholt werden.

In der Gipsform sind Nacharbeiten nicht erforderlich. Der Zyklus kann mit ein und derselben Form 10-20 Mal wiederholt
werden,
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